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Pd, Pt, Au 등의 귀금속은 촉매, 센서, 전자소재, 광학소재, 생체의약품 등 다양한 응용 분야에

서 뛰어난 성능을 나타내는 것으로 알려져 있지만 질량당 단가가 비싸다는 단점이 있어 상용

화에 한계가 있다. 따라서 귀금속의 담지량을 줄임과 동시에 성능을 향상시키기 위한 연구가 

활발히 진행되고 있으며, 이를 위해 상대적으로 저렴한 기판 표면에 귀금속을 얇게 코팅하는 

방식이 주로 이용되고 있다. 갈바닉 치환반응은 두 금속간 표준환원전위 차이가 존재할 때 표

준환원전위가 상대적으로 음의 값을 갖는 금속은 산화되고 표준환원전위가 상대적으로 음의 

값을 갖는 금속은 환원되는 과정이 자발적으로 일어나는 것을 의미한다. 일반적으로 적은 담

지량으로 고표면적 귀금속 촉매를 제조하기 위해 고표면적 기판 제조를 선행한 뒤 갈바닉 치

환반응으로 기판 표면에만 선택적으로 귀금속 박막을 코팅하는 두 단계 방법이 이용되고 있

다. 하지만 두 단계 귀금속 코팅 방법은 공정의 복잡성에 따른 비용 증가 및 시스템 설계의 어

려움을 수반한다. 본 연구에서는 귀금속 전구체의 짝이온 및 용액 교반 조절을 통해 갈바닉 치

환반응의 속도를 조절하여 기판 구조 변형을 선행하지 않는 한 단계 갈바닉 치환방법으로 휘

스커 형태의 고표면적 귀금속 촉매를 제조하였으며, 휘스커 촉매는 평면형 촉매에 비해 전기

화학 반응에 있어 향상된 성능을 보였다. 


